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論 文 題 目        
Study on defects in amorphous oxide semiconductor, a-In-Ga-Zn-O 
（アモルファス酸化物半導体a-In-Ga-Zn-Oの欠陥に関する研究） 

      
論 文 要 約 

アモルファス酸化物半導体a-In-Ga-Zn-O (a-IGZO)を用いた薄膜トランジスタ(TFT)は2004年に初
めて報告された新しい半導体であり、従来の共有結合性半導体であるアモルファスSiなどとは物性、
電子構造、欠陥種が大きく異なる。本研究では、a-IGZOが酸素を主成分として含むにもかかわらず、
酸素種、すなわち過剰酸素および酸素欠損、がTFT特性に影響を与える重要な欠陥種であることを
見出した。さらに、イオン性アモルファス半導体が示す構造緩和の測定に成功し、膜構造が与える
TFT特性への影響を明らかにした。また、硬X線光電子分光をもちいたバルク敏感で信頼性の高い欠
陥準位の直接測定を行い、酸素欠損や水素が形成する欠陥準位のスペクトルの分離などに成功した。 

 


